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Mémoire-tampon d’entrée d’adresse d’un dispositif de mémoire a semiconducteurs.

Mémoire-tampon d’entrée d’adresse d’un dispositif de
memoire a semiconducteurs comportant une borne d’en-
trée d’adresse (1), un commutateur d’adresse de colonne
(9), un commutateur de rangée (4), une bascule d’adresse
de colonne (10) reliée au commutateur d’adresse de co-
lonne (9), une bascule d’adresse de rangée (5) reliée au
commutateur d’adresse de rangée (4), et une mémoire-
tampon d’entrée (12) reliée a la borne d’entrée d’adresse
(1), au nceud commun du commutateur d’adresse de co-
lonne (9) et au commutateur d’adresse de rangée (4), et
commandée par un signal de commande de mémoire-
tampon d’entrée. Ainsi, la surface d’implantation peut étre
réduite en tamponnant les signaux d’entrée d’adresse de
rangée et de colonne a I'aide d’'une seule mémoire-tampon
d’entrée sans séparer les mémoires-tampons d’adresse de
colonne et de rangée.
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Mémoire-tampon d'entrée d'adresse d'un dispositif de mémoire

a semiconducteurs.

La présente invention a trait & un dispositif
de mémoire 3 semiconducteurs, et en particulier & une
mémoire-tampon d'entrée d'adresse d'un dispositif de mé-

moire & semiconducteurs.

D'une maniére générale, dans un dispositif de
mémoire & semiconducteurs, une mémoire-tampon d'entrée
d'adresse est utilisée pour convertir une donnée d'entrée
d'adresse d'un niveau logique transistor-transistor (TTL)
en une donnée d'entrée d'adresse d'un niveau d'un semicon-
ducteurs métal-oxyde complémentaire (CMOS), et accroitre
la marge de bruit. Cependant, dans un dispositif de mémoire
3 semiconducteurs, lorsque la capacité du dispositif de
mémoire augmente, le nombre d'adresses augmente et deux
fois plus de mémoires-tampons d'entrée d'adresse que
d'adresses sont nécessaires. Ainsi, le nombre de mémoires-
tampons d'entrée d'adresse est ordinairement le double du
nombre d'adresses ; la moitié est utilisée en tant que
mémoires-tampons d'adresse de colonne et le reste en tant
que mémoires-tampons d'adresse de rangée. Par conséquent,
le nombre d'adresses est augmenté selon l'accroissement
de la capacité du dispositif de mémoire & semiconducteurs,
et avec plus d'adresses le nombre des mémoires—tampons
d'entrée d'adresse s'éléve, qui nécessite une surface

d'implantation accrue.

Le but de la présente invention est de proposer
une nouvelle mémoire-tampon d'entrée d'adresse simplifiée
apte & réduire la surface d'implantation occupée par la

mémoire-tampon d'entrée d'adresse.

Un autre but de la présente invention est de
proposer une mémoire-tampon d'entrée d'adresse apte a

améliorer une caractéristique d'entrée.



10

15

20

25

30

2683371

Afin d'atteindre les buts précités, la mémoire-
tampon d'entrée d'adresse de la présente invention comporte
une borne d'entrée d'adresse, un moyen de commutation
d'adresse de rangée , un moyen de commutation d'adresse
de colonne, une bascule d'adresse de rangée reliée au
moyen de commutation d'adresse de rangée, une bascule
d'adresse de colonne reliée au moyen de commutation d'a-
dresse de colonne, et une mémoire-tampon d'entrée reliée
3 la borne d'entrée d'adresse, au nceud commun du moyen
de commutation d'adresse de rangée et au moyen de commuta-
tion d'adresse de colonne,et commandée par un signal de

commande de mémoire-tampon d'entrée.

La présente invention sera mieux comprise en se
référant 3 la description détaillée qui va suivre de modes
de réalisation particuliers, en référence aux dessins

annexés sur lesquels :

la Figure 1 représente un schéma synoptique d'une

mémoire-tampon d'entrée d'adresse classique.

La Figure 2 représente un schéma synoptique d'une
mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la présente in-

vention.
La Figure 3 est un schéma de circuit illustrant
un mode de réalisation de la mémoire-tampon d'entrée

d'adresse représentée sur la Figure 2.

La Figure 4 représente un diagramme temporel

‘expliquant le fonctionnement du circuit de la Figure 2.

Avant de décrire une mémoire-tampon d'entrée
d'adresse de la présente invention, une mémoire-tampon
d'entrée d'adresse classique sera décrite ci-aprés en

référence aux dessins annexés.
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La Figure 1 représente un schéma synoptique d'une

mémoire-tampon d'entrée d'adresse classique.

En référence & la Figure 1, la mémoire-tampon
d'entrée d'adresse classique d'un dispositif de mémoire
a3 semiconducteurs comporte des moyens de génération d'a-
dresse de rangée 6 et des moyens de génération d'adresse
de colonne 1ll. Les moyens de génération d'adresse de
rangée 6 comporte une mémoire-tampon d'entrée Ad'adresse
de rangée 2 reliée 3 une borne d'entrée d'adresse 1, des
moyens de génération de signal de commande de mémoire-
tampon d'entrée d'adresse de rangée 3 commandant la mé-
moire-tampon d'entrée d'adresse de rangée 2, un transistor
du commutation d'adresse de rangée 4 commuté par un signal
de bascule d'adresse de rangée XAL, et une bascule d'adres-
se de rangée 5 reliée au transistor de commutation d'adres-
se de rangée 4, de manidre & générer un signal d'entrée
d'adresse de rangée RAI. Par ailleurs, des moyens de
génération d'adresse de colonne 11 comportent une mémoire-
tampon d'entrée d'adresse de colonne 7 reliée & une borne
d'entrée d'adresse 1, des moyens de génération de signal
de commande de mémoire-tampon d'entrée d'adresse de co-
lonne 8 pour commander la mémoire-tampon d'entrée d'adresse
de colonne 7, un transistor de commutation d'adresse de
colonne 9 commuté par un signal de bascule d'adresse de
colonne YAL, et une bascule d'adresse de colonne 10 reliée
au transistor de commutation d'adresse de colonne 9, de
manidre & générer un signal d'entrée d'adresse de colonne
CATI.

Par conséquent, la mémoire-tampon d'entrée d'a-
dresse de rangée 2 et la mémoire-tampon d'entrée d'adresse
de colonne 7 sont séparées, ce qui accroitra la surface

d'implantation durant une intégration.
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La Figure 2 représente un schéma synoptique
d'une mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la présente

invention.

En référence & la Figure 2, cette mémoire-tampon
d'entrée d'adresse comporte une borne d'entrée d'adresse
1, un moyen de génération de signal de commande de mémoire-
tampon d'entrée 13 commandant une mémoire-tampon d'entrée
12 reliée & la borne d'entrée d'adresse 1, un transistor
de commutation d'adresse de rangée 4 commandé par un signal
de bascule d'adresse de rangée XAL et relié a la mémoire-
tampon d'entrée 12, & une bascule d'adresse de rangée 5
relide au transistor de commutation d’adresse de rangée
4 pour délivrer un signal d'entrée d'adresse de rangée
RAI, un transistor de commutation d'adresse de colonne 9
commandé par un signal de bascule d'adresse de colonne
YAL et relié 3 la mémoire-tampon d'entrée 12, et une
bascule d'adresse de colonne 10 reliée & un transistor
de commutation d'adresse de colonne 9 pour délivrer un

signal d'entrée d'adresse de colonne CAI.

Le fonctionnement selon la structure précitée

est lé suivant.

La mémoire-tampon d'entrée 12 fonctionne en
réponse 3 un signal de commande provenant du moyen de
génération de signal de commande de mémoire-tampon d'entrée
13. Des données d'adresse de niveau TTL introduites depuis
la borne d'entrée d'adresse 1 sont converties en données
d'adresse de niveau CMOS par l'intermédiaire de la mémoire-

tampon d‘entrée.

Avec le signal XAL actif, la bascule d'adresse
de rangée 5 recoit le signal de sortie de la mémoire-tampon

d'entrée 12 par l'intermédiaire du transistor de commuta-
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tion d'adresse de rangée 4 et délivre un signal d'entrée
d'adresse RAI. Avec le signal YAL actif, la bascule d‘'a-
dresse de colonne 10 regoit le signal de sortie de la
mémoire-tampon d'entrée 12 par l'intermédiaire du transis-
tor de commutation d'adresse de colonne 9 et ensuite déli-
vre un signal d'entrée d'adresse de colonne CAI. Ici,
lorsque le signal de bascule d'adresse de rangée XAL se
trouve dans l1l'état actif, le signal de bascule d'adresse
de colonne YAL est inactif, tandis que lorsque le signal
de bascule d'adresse de colonne YAL est actif, le signal

de bascule de rangée XAL est inactif.

La Figure 3 représente un mode de réalisation
de la mémoire-tampon d'entrée d'adresse de la Figure 2

selon la présente invention.

Sur la Figure 3, la mémoire-tampon d'entrée 12
comporte un transistor PMOS 14 ayant son électrode de
commande reliée 3 la borne d'entrée d'adresse 1, le tran-
sistor PMOS 16 ayant son électrode de source reliée en
commun 3 1'électrode de source du transistor PMOS 14 et
son électrode de grille est alimentée par une tension
constante (Vref) 15, le transistor NMOS 17 ayant son élec-
trode de drain relide & 1l'électrode de drain du transistor
PMOS 14 et son électrode de source reliée au potentiel de
masse, le transistor NMOS 18 ayant son électrode de drain
relide 3 l'électrode de drain du transistor PMOS 16, son
électrode de source reliée au potentiel de la masse et
son électrode de grille reliée en commun & son électrode
de drain et & l'électrode de grille du transistor NMOS
17, deux transistors PMOS 19 ayant leurs électrodes de
drain reliédes aux électrodes de source des transistors
PMOS 14 et 16 et leurs électrodes de source reliées a
une tension d'alimentation Vcec, et un inverseur 20 ayant

sa borne d'entrée reliée & une électrode de grille des
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transistors PMOS 19, un inverseur 21 ayant sa borne de
sortie reliée 3 l'autre électrode de grille destransistors
PMOS 19, sa borne d'entrée reliée a la sortie du premier
inverseur 20, un transistor NMOS 22 ayant son électrode

de grille également reliée & la borne d'entrée de 1l'inver-
seur 20, son électrode de drain reliée a l'électrode de
drain du transistor NMOS 17 et son électrode de source

est reliée au potentiel de la masse, et un inverseur 23
ayant sa borne d'entrée reliée au drain du transistor

NMOS 22.

Le moyenrde génération d'un signal de commande
de mémoire-tampon d'entrée 13 est constitué d'une porte
NON OU 24 recevant un signal de commande d'adresse de
rangée XAC et un signal de commande de colonne YAC, et
ayant sa borne de sortie reliée a la borne d'entrée de

l1t'inverseur 20 de la mémoire-tampon d'entrée 12.

Le transistor de commutation d'adresse de ran-
gée 4 est constitué d'un inverseur 26 et d'une porte de
transfert CMOS 25 comprenant un transistor NMOS appliquant
un signal de bascule d'adresse de rangée XAL a son élec-
trode-de grille, et un transistor PMOS appliquant un signal
de bascule d'adresse de rangée inversé XALB inversé par
1'inverseur 26 a son électrode de grille, et ayant son

cdté d'entrée relié 3 la sortie de l'inverseur 23.

Le transistor de commutation d'adresse de colonne
9 est constitué d'un inverseur 28 et d'une porte de trans-
fert CMOS 24 comprenant un transistor PMOS appliquant
un signal de bascule d'adresse de colonne YAL a son élec-
trode de grille et un transistor NMOS appliquant un signal
de bascule d'adresse de colonne inversé YALB inversé par
l1t'inverseur 28 a son électrode de grille et ayant son

coté d'entrée également relié & la sortie de l'inverseur 23.
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Le circuit de bascule d'adresse de rangée 5
comporte un inverseur 30 ayant sa borne d'entrée reliée
au cdté de sortie de la porte de transfert 25 du transistor
de commutation d'adresse de rangée 4, un inverseur 31 ayant
sa borne d'entrée reliée 3 la borne de sortie de l'inver-
seur 30 et sa borne de sortie reliée a l'entrée de 1'in-
verseur 30, un inverseur 32 ayant sa borne d'entrée reliée
3 la borne de sortie de l'inverseur 30, une porte NON ET
33 recevant un signal de sortie de l'inverseur 32 et un
signal de validation d'adresse de rangée XAE, un inverseur
34 connecté en série & la porte NON ET 33 et délivrant
ensuite un signal d'entrée d'adresse de rangée RAI, une
porte NON ET 35 recevant un signal de sortie de 1'inver-
seur 30 et un signal de validation d'adresse de rangée
XAE, et un inverseur 36 connecté en série a la porte
NON ET 35 et délivrant ensuite un signal d'entrée d'adres-

se de rangée inversé RAIB.

Le circuit de bascule d'adresse de colonne 10
comporte une porte de transfert CMOS 29 ayant son coté
d'entrée relié au cdté de sortie de la porte de transfert
CMOS 27 et constituée d'un transistor NMOS ayant son
&lectrode de grille reliée au signal de bascule d'adresse
de colonne YAL, d'un transistor PMOS ayant son électrode
de grille reliée au signal de bascule d'adresse de colonne
inversé YALB inversé par un inverseur 28 ; un inverseur
37 ayant sa borne d'entrée reliée au cdté de sortie de
la porte de transfert CMOS 27 du transistor de commutation
adresse de colonne 9 ; un inverseur 38 ayant sa borne d'en-
trée reliée 3 la borne de sortie de l'inverseur 37 et
sa borne de sortie reliée & une électrode de grille du
transistor NMOS de la porte de transfert CMOS 29 ; un
inverseur 39 ayant sa borne d'entrée reliée a la borne
de sortie de l'inverseur 37 et délivrant un signal d'en-

trée d'adresse de colonne CAI, et un inverseur 40 ayant
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sa borne d'entrée reliée au cdté de sortie de la porte
de transfert CMOS et délivrant un signal d'entrée d‘'adresse

de colonne inversé CAIB.

En référence a la Figure 4, le fonctionnement de
la mémoire-tampon d'entrée d'adresse réalisée comme ci-
dessus sera expliqué ci-aprés. Lorsqu’un signal d'échan-
tillonnage d'adresse de rangée inversé RASB est généré,
le signal de commande d'adresse de colonne XAC devient
haut durant la transition descendante du signal d'échan-
tillonnage d'adresse de rangée inversé RASB. Le signal de
commande d'adresse de colonne YAC devient haut plus tard
gque le signal de commande d'adresse de rangée XAC. Lorsque
le signal de commande d'adresse de colonne YAC devient
haut, le signal de sortie de la porte NON ET 24 devient
bas. La porte de transfert 19 constituée des deux tran-
sistors PMOS devient passante. Simultanément, le transis-
tor NMOS 22 est rendu non conducteur. Ici, les inverseurs
20 et 21 générent un retard pour réduire le courant de
créte généré lorsque les deux transistors PMOS deviennent

conducteurs.

Recevant une tension constante (Vref) 15 sur
son électrode de grille, le transistor PMOS 16 devient
conducteur et son électrode de drain devient haute. Lors-
que cette tension logique "haute" est appliquée aux élec-
trodes de grille des transistors NMOS 17 et 18, les tran-
sistors NMOS 17 et 18 conduisent.

Lorsqu'une entrée d'adresse logique "haute" pro-
venant de la borne d'entrée d'adresse 1 est regue, le
transistor PMOS 14 est rendu non conducteur et 1'électrode
de drain du transistor NMOS 17 devient basse. Si une
entrée d'adresse logique "basse" est regue, le transistor

PMOS 14 est rendu conducteur et l'électrode de drain du
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transistor NMOS 17 devient haute.

L'inverseur 23 inverse le signal de 1l'électrode
de drain du transistor NMOS 17 pour générer des signaux
d'entrée d'adresse tamponnés. Ainsi, lorsqu'elle regoit
un signal d'entrée d'adresse de niveau TTL, la mémoire-
tampon d'entrée 12 génére un signal d'entrée d'adresse
de niveau CMOS.

Dans le transistor de commutation d'adresse
de rangée 4, lorsque le signal d'adresse de rangée XAL
tombe & un niveau logique "bas", le signal de commande
d'adresse de rangée XAC tombe également & un niveau lo-
gique "bas". Lorsqu'un signal de bascule d'adresse de
rangée "haut" XAL est regu, la porte de transfert CMOS 25
transfére le signal de sortie de l'inverseur 23 a
un circuit bascule constitué des inverseurs 30 et 31. Le
signal transféré est ensuite inversé par 1l'inverseur 32.
Le signal de validation d'adresse de rangée XAE devient
haut plus tard que le signal de commande d'adresse de
rangée XAC par un signal d'échantillonnage d'adresse de
rangée inversé RASB. Si le signal de sortie de l'inverseur
32 se trouve & un état logique "haut" lorsque le signal
de validation d'adresse de rangée XAE est haut, le signal
de sortie RAI de l'inverseur 34 par l'intermédiaire de
la porte NON ET 33 devient haut, et le signal de sortie
RAIB de l'inverseur 36 par l'intermédiaire de la porte
NON ET 35 devient bas. Le signal de commande d'adresse
de colonne YAC devient haut plus tard que le signal de
validation d'adresse de rangée XAE lorsque le signal
d'échantillonnage d'adresse de rangée inversé RASB devient

bas.

La mémoire-tampon d'entrée 12 fonctionne lors-

gque le signal de commande d'adresse de colonne YAC est
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haut. Lorsqu'un signal logique d'entrée d'adresse de colon-
ne "haut" provenant de la borne d'entrée d'adresse 1 est
recu, l'inverseur 23 de la mémoire-tampon d'entrée 12
délivre un signal logique "haut". Durant une transition
ascendante du signal de commande d'adresse de colonne

YAC, le signal de bascule d'adresse de colonne YAL est
retardé d'un niveau haut & un niveau bas. Les portes de
transfert NMOS 27 et 29 sont rendues conductrices lorsque
le signal de bascule d'adresse de colonne YAL est bas,

de sorte que les inverseurs 37 et 39 délivrent un signal
d'entrée d'adresse de colonne CAI sous la forme d'un signal
logique "haut" et 1l'inverseur 40 délivre un signal d'en-
trée d'adresse de colonne inversé CAIB sous la forme d'un
signal logique de niveau "bas". Le signal de bascule
dtadresse de colonne YAL devient haut lorsque le signal
d'échantillonnage d'adresse de colonne inversé CASB

tombe & un niveau logique "bas". Le signal d'entrée d'a-
dresse de rangée RAI et le signal d'entrée d'adresse

de rangée inversé RAIB demeurent inchangés jusqu'a ce que
le signal de validation d'adresse de rangée XAE tombe a

un niveau logique "bas".

Selon 1'art antérieur, dans une mémoire-tampon
d'entrée d'adresse, lorsque le nombre d'adresses est N,
N mémoires-tampons d'entrée d'adresse de colonne et N
mémoires—tampons d'entrée d'adresse de rangée sont néces-
saires, ce qui veut dire que 2N mémoires-tampons d'entrée
d'adresse sont nécessaires. Si une mémoire-tampon 4d'en-
trée est implantée selon la largeur du trait dans une
DRAM 3 64 Mbits, 180000 pm? sont nécessaires, du fait
que 26 mémoires-tampons d'entrée d'adresse sont nécessaires
si 1l'on suppose que la surface occupée par une mémoire-

tampon d'entrée d'adresse est 120 x 60 pm?®.

Cependant, la mémoire-tampon d'entrée d'adresse
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selon la présente invention utilise seulement N mémoires-
tampons d'entrée d'adresse en réunissant une mémoire-
tampon d'entrée d'adresse de colonne et une mémoire-tampon
d'entrée d'adresse de colonne en une mémoire-tampon d'en-
trée d'adresse, réduisant ainsi la surface d'implantation
occupée par une mémoire~tampon d'adresse de moitié. C'est-
a-dire que dans le cas de DRAM de 64 Mbits, la surface
peut étre réduite & environ 90000 pm?®. Egalement, en com-
mandant une adresse de colonne et une adresse de rangée
avec une seule mémoire-tampon d'entrée, un signal d'en-
trée d'adresse de rangée et un signal d'entrée d'adresse
de colonne ayant les mémes caractéristiques sont obtenus,
améliorant ainsi la caractéristique du circuit intégré
global.
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REVENDICATIONS

1. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse dans un dis-
positif de mémoire a semiconducteurs, caractérisée en
ce qu'elle comporte :

une borne d'entrée d'adresse (1),

des moyens formant mémoire-tampon d'entrée (12)
reliés & ladite borne d'entrée d'adresse (1) pour recevoir
un signal d'adresse de colonne en réponse a un premier

état d'un premier signal de commande, recevoir un signal

d'adresse de rangée en réponse a un second état d'un

second signal de commande et tamponner lesdits signaux
d'adresse de colonne et de rangée,

des moyens de commutation d'adresse de rangée
(4) reliés a la borne de sortie desdits moyens formant
mémoire-tampon d'entrée (12) pour transférer ledit signal
d'adresse tamponné en réponse a un premier signal passant
au second état avant que ledit premier signal de commande
passe au second état,

des moyens formant bascule d'adresse de rangée
(5) reliés auxdits moyens de commutation d'adresse de
colonne (9) en réponse a un second signal passant au pre-
mier état aprés que ledit premier signal est passé au
second état,

des moyens de commutation d'adresse de colonne
(9) reliés a la borne de sortie desdits moyens formant
mémoire-tampon d'entrée (12) en réponse a un troisiéme
signal passant au second état aprés que ledit second
signal de commande est passé au premier état, et

des moyens formant bascule d'adresse de colonne
(10) reliés auxdits moyens de commutation d'adresse de
colonne (9), ladite mémoire-tampon d'entrée d'adresse
(12) recevant, par l'intermédiaire desdits moyens de com-
mutation d'adresse de rangée (4), le premier signal pas-

sant au second état avant qu'un signal d'entrée d'adresse
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soit tamponné, recevant, par lesdits moyens formant
bascule d'adresse de rangée (5), le second signal passant
au premier état aprés que ledit premier signal est passé
au second état, et recevant, par l'intermédiaire desdits
moyens de commutation d'adresse de colonne (9), le troi-
siéme signal passant au second état aprés que leditsecond

signal de commande est passé au premier état.

2. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que lesdits moyens formant
mémoire-tampon d'entrée (12) comportent :

un premier transistor PMOS (14) ayant une élec-
trode de grille reliée & ladite borne d'entrée d'adresse
(1),

un second transistor PMOS (16) ayant une électro-
de de source reliée en commun & 1l'électrode de source
dudit premier transistor PMOS (14) et son électrode de
grille alimentée par une tension constante,

un premier transistor NMOS (17) ayant une élec-
trode de drain reliée & 1'électrode de drain dudit premier
transistor PMOS (14) et une électrode de source reliée
3 un potentiel de masse,

un second transistor NMOS (18) ayant une élec-
trode de drain reliée & 1'électrode de drain dudit se-
cond transistor PMOS (16), une électrode de source reliée
3 un potentiel de masse et une électrode de grille reliée
en commun & son électrode de drain et 3 1'électrode de
grille dudit premier transistor NMOS (17),

deux troisiémes transistors PMOS (19) ayant des
électrodes de drain reliées aux électrodes de source des-
dits premier et second transistors PMOS (14) et (19) et
des électrodes de source reliées 3 une tension d'alimen-
tation,

un cinquiéme inverseur (20) ayant une borne

d'entrée reliée a l'électrode de grille d'un desdits
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troisiémes transistors PMOS (19), un second inverseur (21)
ayant une borne de sortie reliée & 1'électrode de grille
de l'autre desdits troisiémes transistors PMOS (19), et
une borne d'entrée reliée a la borne de sortie dudit
premier inverseur (20),

un troisiéme transistor NMOS (22) ayant une élec-
trode de grille reliée a la borne d'entrée dudit premier
inverseur (20), une électrode de drain reliée a 1l'électrode
de drain dudit premier transistor NMOS (17) et une électro-
de de source reliée a un potentiel de masse et

un troisiéme inverseur (23) ayant une borne
d'entrée reliée a 1'électrode de drain dudit troisiéme
transistor NMOS (22).

3. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la reven-
dication 2, caractérisée en ce que lesdits moyens formant
mémoire~tampon d'entrée (12) comportent en outre un moyen
logique (24) qui regoit le premier signal de commande et

le second signal de commande, délivre ledit premier état
lorsqu'un des deux signaux se trouve dans le premier état,
et dont la borne de sortie est reliée & la borne d'entrée

dudit premier inverseur (20).

4. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la reven-
dication 3, caractérisée en ce que lesdits moyens de com-
mutation d'adresse de rangée (4) comportent :

un quatridme inverseur (26) pour inverser ledit
premier signal,

une premidre porte de transfert CMOS (25) com-
prenant un quatriéme transistor NMOS appliquant le premier
signal & son électrode de grille et un gquatriéme transis-
tor PMOS reliant son électrode de grille audit premier
signal inversé par un quatriéme inverseur (26), et dans
laquelle sa borne d'entrée est reliée a la borne de sor-

tie dudit troisiéme inverseur (23).
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5. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la reven-
dication 4, caractérisée en ce que lesdits moyens formant
bascule d'adresse de rangée (5) comportent :

un cinquiéme inverseur (30) relié & la borne de
sortie de ladite premiére porte de transfert (25),

un sixiéme inverseur (31) ayant une borne d'en-
trée reliée 3 la borne de sortie dudit cingquiéme inverseur
(30) et une borne de sortie reliée a la borne d'entrée
dudit cinquiéme inverseur (30),

un septiéme inverseur (32) ayant une borne d'en-
trée reliée audit cinquiéme inverseur (30),

une premiére porte NON ET (33) recevant le si-
gnal de sortie dudit septiéme inverseur (32) et le troi-
siéme signal,

) un huitiéme inverseur (34) relié a la borne de
sortie de ladite premiére porte NON ET (33) pour délivrer
un signal d'entrée d'adresse de rangée,

une seconde porte NON ET (35) recevant le signal
de sortie dudit cinquiéme inverseur (30) et ledit troi-
siéme signal, et

un neuviéme inverseur (36) relié & la borne de
sortie de ladite seconde porte NON ET (35) pour délivrer

un signal d'entrée d'adresse de rangée inversé.

6. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la reven-
dication 5, caractérisée en ce que lesdits moyens de com-
mutation d'adresse de colonne (9) comportent :

un dixiéme inverseur (28) pour inverser ledit
second signal, et

une seconde porte de transfert CMOS (27) compre-
nant un cingquiéme transistor PMOS ayant une électrode de
grille recevant ledit second signal et un cinquiéme tran-
sistor NMOS ayant une électrode de grille recevant ledit

second signal inversé par ledit dixiéme inverseur (28).
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7. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la reven-
dication 6,caractérisée en ce que lesdits moyens formant
bascule d'adresse de colonne (10) comportent :

une troisiéme porte de transfert CMOS (29) com-
prenant un sixié&me transistor NMOS (27) ayant une élec-
trode de grille recevant ledit second signal et un sixiéme
transistor PMOS ayant une électrode de grille recevant
ledit second signal inversé par ledit dixiéme inverseur
(28), et ladite troisiéme porte de transfert CMOS (29)
ayant une borne d'entrée reliée & la borne de sortie de
ladite seconde porte de transfert CMOS (27},

un onzidme inverseur (37) ayant sa borne d'entrée
reliée au cdté sortie de ladite seconde porte de transfert
CMOS (27) du transistor de commutation d'adresse de colonne
(9).

un douziéme inverseur (38) ayant une borne 4'en-
trée relidée 3 la sortie dudit onziéme inverseur (37) et
une borne de sortie reliée & une électrode de grille du
sixi&me transistor NMOS de ladite troisiéme porte de
transfert CMOS (29),

un treiziéme inverseur (39) ayant une borne
d'entrée reliée 3 la borne de sortie dudit onziéme inver-
seur (37) et délivrant un signal d'entrée d'adresse de
colonne, et

un quatorzié&me inverseur (40) ayant sa borne
d'entrée reliée & la borne de sortie de ladite troisiéme
porte de transfert CMOS (29) et délivrant un signal

d'entrée d'adresse de colonne inversé.

8. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse d'un dispositif
de mémoire 3 semiconducteurs, caractérisée en ce qu'elle
comporte :

une borne d'entrée d'adresse (1),

des moyens de commutation d'adresse de colonne

(9,
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des moyens de commutation d'adresse de rangée
(4),

des moyens formant bascule d'adresse de colonne
(10) reliés auxdits moyens de commutation d'adresse de
colonne (9),

des moyens formant bascule d'adresse de rangée
(5) reliés auxdits moyens de commutation d'adresse de
rangée (4), et

une mémoire-tampon d'entrée (12) reliée a ladite
borne d'entrée d'adresse (1), au au ncud commun desdits
moyens de commutation d'adresse de colonne (9) et auxdits
moyens de commutation d'adresse de rangée (4), et commandée

par un signal de commande de mémoire-tampon d'entrée.

9. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse selon la reven-
dication 8, caractérisée en ce que ladite mémoire-tampon
d'entrée (12) comporte :

des moyens de génération de signaux de commande
(13) recevant des signaux de commande d'adresse de colonne
et de rangée et délivrant un signal au-dessous du premier
état lorsqu'un des deux signaux présente le premier état,

un premier transistor PMOS (14) ayant une
électrode de grille reliée & ladite borne d'entrée,

un second transistor PMOS (16) ayant une élec-
trode de source reliée en commun a l'électrode de source
dudit premier transistor PMOS (14) et délivrant une ten-
sion constante & son électrode de grille,

un premier transistor NMOS (17) ayant une élec-
trode de drain reliée 3 l1'électrode de drain dudit tran-
sistor PMOS (14) et une électrode de source reliée a
un potentiel de masse,

un second transistor NMOS (18) ayant une élec-
trode de drain reliée & l1'électrode de drain dudit second
transistor PMOS (16), une électrode de source reliée au

potentiel de la masse, et une électrode de grille reliée
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en commun a son électrode de drain et & l'électrode de
grille dudit premier transistor NMOS (17),

deux troisiémes transistors PMOS (19) ayant des
électrodes de drain reliées aux électrodes de source des-
dits premier et second transistors PMOS (14) et (16) et
des électrodes de source reliées & une tension d'alimen-
tation,

un premier inverseur (20) ayant une borne d'en-
trée reliée 3 l'électrode de grille de l'un desdits troi-
siémes transistors PMOS (19),

un second inverseur (21) ayant une borne d'en-
trée reliée 3 la borne de sortie dudit premier inverseur
(20) et une borne de sortie reliée & 1'électrode de grille
de l'autre desdits troisiémes transistors PMOS (19),

un troisiéme transistor NMOS (22) ayant une
électrode de grille reliée & la borne d'entrée dudit premier
inverseur (20) et une électrode de drain reliée & 1l'élec-
trode de drain dudit premier transistor NMOS (17), et

un troisiéme inverseur (23) ayant une borne
d'entrée reliée au drain dudit troisiéme transistor NMOS
(22).

10. Mémoire-tampon d'entrée d'adresse, caractérisée
en ce gqu'elle comporte une mémoire-tampon d'entrée (12)
pour entrer une adresse de rangée et une adresse de co-
lonne provenant d'une borne d'entrée d'adresse (1) en
réunissant une mémoire-tampon d'entrée d'adresse de ran-
gée (2) pour entrer ladite adresse de rangée provenant

de ladite borne d'entrée d'adresse (1) et une mémoire-
tampon d'entrée d'adresse de colonne (7) pour entrer
ladite adresse de colonne provenant de ladite borne

d'entrée d'adresse (1).

11. Mémoire-tampon d'entrée dfadresse selon la reven-

dication 10, caractérisée en ce que ladite mémoire-tampon
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d'entrée comporte :

des moyens de génération de signaux de commande
(13) recevant un signal de commande d'adresse de colonne
et un signal de commande d'adresse de rangée et délivrant
un signal au-dessous du premier état lorsque l'un des
deux signaux présente le premier état,

un premier transistor PMOS (14) ayant une élec-
trode de grille reliée a ladite borne d'entrée d'adresse,

un second transistor PMOS (16) ayant une élec-
trode de source reliée en commun a l'électrode de source
dudit premier transistor PMOS (14) et délivrant une ten-
sion constante & son électrode de grille,

un premier transistor NMOS (17) ayant une élec-
trode de drain reliée 3 1'électrode de drain dudit tran-
sistor PMOS (14) et une électrode de source reliée &
un potentiel de masse,

un second transistor NMOS (18) ayant une élec-
trode de drain reliée 3 1'électrode de drain dudit second
transistor PMOS (16), une électrode de source reliée au
potentiel de masse, et une électrode de grille reliée
en commun & son électrode de drain et & l*électrode
de grille dudit premier transistor NMOS (17).

deux troisiémes transistors PMOS (19) ayant
des électrodes de drain reliées aux électrodes de source
desdits premier et second transistors PMOS (14) et (16)
et des électrodes de source reliées a une tension d‘'ali-
mentation,

un premier inverseur (20) ayant une borne d'en-
trée relide 3 l1'électrode de grille de l'un desdits
troisiémes transistors PMOS (19),

un second inverseur (21) ayant une borne d'en-
trée reliéde 3 la borne de sortie dudit premier inverseur
(20) et une borne de sortie reliée a l'électrode de grille
de 1'autre desdits troisiémes transistors PMOS (19),

un troisiéme transistor NMOS (22) ayant une élec-
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trode de grille reliée & la borne d'entrée dudit premier
inverseur (20) et une électrode de drain reliée a 1'élec--
trode de drain dudit premier transistor NMOS (17), et

un troisiéme inverseur (23) ayant une borne

d'entrée reliée au drain dudit troisiéme transistor NMOS

(22).
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